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IF DEM GEBIET DES PATENT 



USAMI 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regein 43 und 44 PCT) 



MENARBEIT 
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Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
R. 36448 Gz/H2 


WEITERES Mitteilung Ober die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatl PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE 00/02235 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

08/07/2000 


(FrCihestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

12/08/1999 


Anmelder 

ROBERT BOSCH GMBH 



Dieser internationale Recherchenberlcht wurde von der Internationalen Recherciienbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemSB 
Artikel 18 ubermitteit. Eine Kopie wird dem internationalen Biiro ubermitteit. 

Dieser internationale Recherchenberlcht umfaBt insgesamt _Z Blatter. 

|X| Daruber hinaus llegt ihm jewells eIne Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



Grundlage des Beiichts 

a. Hinslchtlich der Sprache 1st die internationale Recherche auf der Grundlage der Internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, In der sie eingerelcht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben 1st. 



□ 



2. 
3. 



Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Reget 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinslchtlich der In der Internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz Ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

I I in der Internationalen Anmeldung In Schrlflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingerelcht worden ist. 
bei der Behdrde nachti^aglich in schriftlicher Form eingerelcht worden ist. 
bei der Behdrde nachtrSglich in computerlesbarer Form eingeretcht worden ist. 

Die Erkiarung, daB das nachtrSgllch eingeretchte schriftllche Sequenzprotokoll nicht Ober den Often barungsge halt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklcirung, daB die in computerlesbarer Fonri erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Best! mm te Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld i). 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Fetd II). 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



4. Hinsichttich der Bezeichnung der Erfindung 

I I wird der vom Anmelder eingerelchte Wortlaut genehmlgt. 
PC] wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 
HALBLEITERDIODE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG 



5. Hinslchtlich der Zusammenfassung 

Fyj wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) In der In Feld Hi angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 
I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Steltungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. la 



|X| wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keinederAbb. 

I I well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I well diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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* INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIFiZIERUNG DES ANMELDQ^^SEGENSTANDES 

IPK 7 H01L29/861 H01L21/329 



I Internationales Aktenzelchen 

J^jr/DE_00/02235_ 



Nach der Internationalen Patentklasslfikatton (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter MIndestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 HOIL 



Recherchieite aber nicht zum MindestprOfstoff gehdrende Veroffentllchungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultlerte elektronlsche Datenbanl< (Name der Datenbank und evtl. venvendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezelchnung der Ver5ffentlk:hung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr Anspnjch Nr. 



DE 198 57 243 A (ROBERT BOSCH GMBH) 
22. Juli 1999 (1999-07-22) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 

DE 43 20 780 A (ROBERT BOSCH GMBH) 
9. Marz 1995 (1995-03-09) 
1n der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 
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Weitere Veroffentltehungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentllchungen 

■A' Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand derTechnik deftniert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

■L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

•O" Veroffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oderandere MaBnahmen bezieht 

■p" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



■T' Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erflndung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben Ist 

•X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erfinderischer Tatigkelt beruhend betrachtet werden 

'Y' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatlgkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer Oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann nahellegend ist 

*&* Veroffentlichung, die Mitgiied derselben Patentfamilie Ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



29. November 2000 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



05/12/2000 



Name und Postanschrrft der Internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan2 
NL - 2280 HV Rijswljk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Baillet, B 
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5541140 


A 


30-07-1996 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



INTERN|'^j)NAL SEARX^I REPORT 



7 t" 

1 ; nal Application No 

Pcf/DE 00/02235 



A. CLASSIRC ATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 H01L29/861 H01L21/329 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. RELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification systenn followed by classification symbols) 

IPC 7 HOIL 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields 



searched 



Elecironic data base consulted during the international search (name of data base and. where practical, search terms used) 

EPO-Internal 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * 



Citation ot document, with indication, where appropriate, of the relevant 



Relevant to daim No, 



OE 198 57 243 A (ROBERT BOSCH GMBH) 
22 July 1999 (1999-07-22) 
c1te(j in the application 
the whole document 

DE 43 20 780 A (ROBERT BOSCH GMBH) 
9 March 1995 (1995-03-09) 
cited in the application 
the whole document 
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BEST AVAIUBLE COPY 



I Further documents are listed in the continuation of box C. 



Patent famiiy members are listed In annex. 



Special categories of dted documents : 

V document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

E" earlier document but published on or after the international 
liimgdate 

document which may throw'doubtson priority clalm(s) or 
which is cited to establish the publication dale of another 
citation or other special reason (as specified) 

y document referring to an oral disctosure, use. exhibitioner 
other means 

document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



T later document published after the international filing date 
or pnority dale and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

•X" document of particular relevance: the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an Inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invenlion 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skiHed 
in the art. 

document nnember of the same patent family 



Date of the actual completion of the International search 

29 November 2000 



Date of mailing of the international search report 



05/12/2000 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl 
Fax: (+31-70)340-3016 



Authorized officer 



Baillet, B 



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992) 



9 1 ^UCi?sQ'^9 



INTERNATIf 

Informa.. 



|LL SEARCH R£3»0RT 

. on patent family members ' 



— r\ ^ 

Intern^ ^} Application No 

PCtVd/ 00/02235 



Patent document 
cited In search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 



DE 19857243 



22-07-1999 
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(12) NACH DEM VEl^^ UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMmH^RBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Int^nationales Biiro 

(43) Internationales Veroflentlichungsdatum 
22. Februar 2001 (22.02.2001) 




PCT 



III 



(10) Internationale Verdffentlichungsnummer 

wo 01/13434 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation^: HOIL 29/861, (72) Erfinden und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur OSA/C^EBEL, Herbert 
[DE^E]; Spitzackerweg 27, D-'^66 Reutlingen (DE). 
GOEBEL, Vesna [DE/DE]; Spitzackerweg 27. D-72766 



21/329 

(21) Internationales Aktenzeichen: 



PCT/DEOO/02235 



Reutlingen (DE). 



(22) Internationales Anmeldedatum: 



(25) Einreichungssprache: 

(26) VerGffentlichungssprache: 



8. Juli 2000 (08.07.2000) ^^^^ Bestimmungsstaaten (national): CZ, HU» JP, US. 

Deutsch Bestimmungsstaaten (regional): europaisches Patent (AT, 

BE, CH, CY, DE, DK, ES, H, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, 
NL, FT. SE). 



Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat 
199 38 209.3 



12. August.1999 (12.08J999) DE 



VerStTentlicht: 

— Mit intemationalem Recherchenbericht. 



V y ~ ^ . r"^y Efkldrung der Zweilmchstaben-Codes. und der anderen 

(71) A.nm«\Aw (fur alle Bestimmungsstaaten mit Attsnahme von ^bkurzungen wird auf die Eriddnmgen C'Guidance Notes on 
US): ROBERT BOSCH GMBH [DE^E]; Postfach 30 02 Codes and Abbreviations") am Artfar^jeder regulOren Ausgabe 
20, D-70442 Stuttgart (DE). der PCT-Gazette verwiesen. 




(54) Tit j^EMICONDUCTOR DIODE AND METHOD FOR HIODUCING THE SAME 
(54) Bezeichnung: HALBLEITERDIODE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG 



13 



o 



22 12 




:b^24 



(57) Abstract: The invention relates to a semicon- 
ductor arrangement and to a method for producing 
said semiconductor arrangement which enables 
the cunent canying c^>acity to be improved for 
set chip dimensions. The inventive semiconductor 
arrangement comprises trenches (10) made inside the 
chip, for reducing the power loss or improving the 
heat dissipation of the chip. 

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Halbleiteran- 
ordnung bzw. ein Verfahren zur HersteUung der Halb- 
leiteranordnimg vorgeschlagen, das eine Verbesserung 
der Stromtragfahigkeit bei gegebenen Chipabmessim- 
gen ermoglicht Die Halbleiteranordnung umfaBt im 
Inneren des Qiips eingebrachte GiSben (10) zur Ver- 
ringerung der Verlustieistung bzw. zur Veifoessmmg 
der WSrmeabfuhr vom Chip. 
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10 

stand der Technik 

Die Erfindxing geht aus von einer Halbleiteranordnung bzw. 

15 einem Verfahren zur Herstellimg der Halbleiteranordnung nach 

der Gattung der xinabhangigen Anspruche , Es ist schon aus der 
deutschen Pat entanmel dung mit dem Aktenzeichen P 4320780.4 
eine Halbleiterdiode mit einer ersten aus zwei Teilschichten 
bestehenden Schicht und einer zweiten Schicht, bei der die 

20 zweite Schicht auf der ersten Teilschicht angeordnet ist, 

bekannt . 

Vorteile der Erfindung 

25 Die erf indungsgemaJSe Halbleiteranordnung bzw. das 

erf indungsgemaSe Verfahren zur Herstellung der 
Halbleiteranordnung mit den kennzeichnenden Merkmalen der 
unabhangigen Anspruche haben demgegenuber den Vorteil, in 
einer fur die GroSserienf ertigung gunstigen Weise ohne 

30 groEen technischen Mehraufwand bei gleichbleibender 

f Chipflache Dioden mit erhohter maximal zulassiger Leistung 

und geringerer FluiSspannung bereitzustellen. Dies ist 
insbesondere von Vorteil, wenn eine maximal vorgegebene 
Chipf lachengrofie nicht uberschritten werden soli, sowohl um 

35 Chipflache zu sparen, als auch, wenn die GroSe verwendeter 
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Kontaktsockel zur Kontaktierung der Halbleiteranordnimg eine 
bestimmte GroEe nicht uberschreiten soli, um eine erhohte 
Stromtragf ahigkeit der insbesondere bei einer Kfz- 
Gleichrichteranordnung verwendeten Dioden nicht mit einem 
5 grofieren Volumen der Gesamtgleichrichteranordnung erkaufen 

zu mussen. Die Erfindxing zeigt somit einen technisch relativ 
leicht realisierbaren Weg, wie bei gleichbleibender 
Silizium-Chipf lache die zulassige Strombelastxing gesteigert 
bzw. die thermische Belastung des Silizium-Chips reduziert 

10 werden kann. Gleichzeitig wird dabei eine Verringeriing der 

FluSspannung erreicht. Insbesondere vorteilhaft erweist sich 
der Effekt zusatzlicher Sagerillen dadurch, daS spater beim 
L6tprozeS von Sockel xind Kopfdraht an den Diodenchip die 
Rillen zu einem besseren^ lunkerf reien Loten fiihren 

15 (Kapillarwirkiing) sowie die mit Lot gefullten Rillen zu 

einer weiteren, besseren Kuhlung des Chips fuhren, die in 
die Tiefe des Siliziumkorpers reicht, also zu einer 
intensiveren thermischen Ankopplung des Chips an die 
W^rmesenke . 

20 

Weitere Vorteile ergeben sich durch die in den abhangigen 
Anspriichen aufgefuhrten Weiterbildungen und Verbesserungen 
der in den unabhangigen Anspriichen angegebenen 
Halbleiteranordnung bzw. des angegebenen Verfahrens. 

25 

Zeichnung 



Ausfuhrxingsbei spiel e der Erfindxing sind in der Zeichnung 
dargestellt und in der nachf olgenden Beschreibung naher 
30 erlautert. 

Es zeigen Figur la eine Diode in Querschnittsseitenansicht , 
Figur lb eine Diode in Draufsicht^ Figur 2 einen 
Verfahrensschritt sowie Figur 3 und 4 weitere 
35 Verf ahrensschritte , 
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5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 



Beschreibung der Ausf uhriingsbeispiele 

Figur la zeigt, als Querschnittsseitenansicht dargestellt, 
einen als Diode ausgebildeten Halbleiterchip 7. Der Chip 7 
weist eine erste Halbleiterschicht (2, 3, 4) auf, die aus 
einer ersten Teilschicht 2, einer zweiten Teilschicht 3 und 
einer dritten Teilschicht 4 besteht. Die Dotierung der n- 
dotierten Teilschicht 2 liegt in der GroSenordnung von 
10^® cm*^. Die Teilschicht 3 ist mit einer Konzentration von 
ca. 10^^ cm""^ n-dotiert^ und die Teilschicht 4 ist mit einer 
n- Konzentration von ca. 10^° cm"^. In die Teilschicht 2 sind 
zwei Graben 10 eingebracht, die bis in die Teilschicht 3 
hineinreichen, Diese Graben 10 befinden sich im Innenbereich 
13 des Chips 7, Die Randbereiche 12 des Chips weisen eine 
Abschragung 11 auf , die ebenfalls wie die Graben 10 bis in 
die Teilschicht 3 hineinreicht . Auf die erste Teilschicht 2 
sowie in den Graben 10 als auch in der Abschragung 11 ist 
eine zweite Schicht 20 aufgebracht, deren Bereiche in den 
Graben 10 bzw. in den Abschragiingen 11 als 

Fortsetzimgsbereiche 23 bzw. weitere Fortsetzungsbereiche 24 
der zweiten Schicht 20 bezeichnet werden. Die zweite Schicht 
20 ist p-dotierten iind weist eine Dotierung in der 
Grofienordnung von 10^° cm~^ auf. Die mit der Schicht 20 
bedeckte Oberseite des Wafers sowie die Unterseite des 
Wafers, die durch die Schicht 4 gebildet wird, sind mit 
Metal lisierungen 22 bzw. 21 versehen. Figur lb zeigt 
dasselbe Bauelement in Draufsicht. Der Chip 7 ist oben mit 
der Metallisierung 22 bedeckt . Diese Metallisierung 22 weist 
in Folge der eingebrachten Graben 10 eine Stmktur auf, die 
durch entsprechende Vertiefungen charakterisiert ist. 

Der pn-libergangsbereich der Diode wird gebildet durch die p- 
dotierte Schicht 20 und die n-dotierten Schichten 2 bzw. 3. 
In Folge der eingebrachten Graben 10 ist durch die 
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Fortsetzungsbereiche 23 im Irmeren 13 des Chips 7 ein pn- 
Ubergang mit der zweiten Teilschicht 3 gebildet. Diese j^v 
Bereiche fuhren zu einer Erniedrigung der FlulSspannung der 
Diode mit der Metallisierung 22 als Anode und der J 
5 Metallisienmg 21 als Kathode. Durch vier Rillen im Inneren 

des Chips 7 (vgl, Figur lb) laSt sich eine Steigerung der 
elektrischen Belastiing gegeniiber einer identisch aufgebauten 
Diode ohne Rillen im Inneren um uber 12 % erreichen, d.h. 
eine beispielsweise mit 65 A belastbare Diode laSt sich zu 

10 einer Diode mit einer maximalen Belastiing von 75 A machen. 

Aus einer 80 A-Diode wird eine 90 A-Diode. Die Flufispanniing 
kann um ca. 60 mV (gemessen bei 100 A Belastung) gesenkt 
werden. Die vier zusatzlichen Rillen bzw. Graben im Inneren 
des Chips 7 fuhren darCLber hinaus zu einem besseren, 

15 lunkerfreien Loten des Chips, d.h. einem verbesserten 

Anbringen von Sockel und Kopfdraht an den Diodenchip. 
DarCiber hinaus ist durch bei diesem LotprozeiS mit Lot 
gefullten Rillen (in der Abbildung nicht dargestellt) eine 
verbesserte Kuhlung des Chips gewahrleistet , da durch das 

20 sich in den Rillen befindende Lot, das die Rillen dann 

vollstandig ausfullt, eine intensive thermische Ankopplung 
des Chips an einem als Warmesenke dienenden Metallsockel 
gegeben ist . 

25 Figur lb stellt den Spezialfall eines quadratischen Chips 7 

dar. Aber nicht nur Quadrate, sondern auch andere, durch 
gerade Kanten begrenzte Flacheh (z.B. Sechsecke oder 
Achtecke) sind moglich mit entsprechend zu den Kanten 
parallelen, innenliegenden Zusatzrillen. 

30 

Figur 2 zeigt einen Halbleiterwaf er mit einer ersten ^ 
Teilschicht 2, einer zweiten Teilschicht 3 und einer dritten 
Teilschicht 4. Alle drei Teilschichten sind n-dotiert. 
Ausgangspxinkt zur Herstellung dieser Schichtenf olge ist ein 
35 schwach n-dotierter Wafer, dessen Dotierstof f konzentration 
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der Dotierstof fkonzentration der Teilschicht 3 entspricht. 
Durch eine Foliendif fusion wird dann auf die Oberseite und 
auf die Unterseite n-Dotierstof f , beispielsweise Phosphor, 
eingebracht und eindif fundiert . Auf der Oberseite wird so 
5 eine Schicht gebildet, deren Dotierstof fkonzentration der 

Teilschicht 2 entspricht, und auf der Unterseite eine 
Schicht gebildet, deren Dotierstof fkonzentration der 
Teilschicht 4 entspricht. Die Dotierstof fkonzentration der 
Schichten wird dabei durch die Dotierstof fkonzentration der 
10 Folien bestimmt. 

Die Herstellung einer solchen Schichtenf olge ist bereits aus 
der deutschen Patentanmeldung P 4320780.4 bekannt . Als 
Alternative dazu kann diese Schichtenf olge auch unter 
15 Einsatz von Neutralf olien hergestellt werden, wie in der 

deutschen Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 19857243.3 
beschrieben. 

Figur 3 zeigt einen weiteren Schritt des erf indungsgemaSen 
20 Herstellungsverf ahrens . DsODei werden in den Halbleiternwaf er 

Graben 10 eingebracht, die die Teilschicht 2 in Teilbereiche 
unterteilt, wobei die Graben 10 bis zur Teilschicht 3 
hindurchreichen. Das Einbringen der Graben 10 kann 
beispielsweise durch Sageri oder durch Atzen erfolgen. Der 
25 Abstand der Graben 10 ist dabei so beraessen, daS der Wafer 

nachfolgend entlang der Graben in einzelne Chips zerteilt 
werden kann, wobei jeder Chip nach der Zerteilung mindestens 
noch einen Graben 10 in seinem Inneren auf we ist . Vor der 
weiteren Verarbeitung wird jedoch zunachst die Wafer- 
30 Oberflache gesaubert, um eventuell verbliebene Partikel von 

der Oberflache zu entfernen. 
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Im Vergleich zur deutschen Patentanmeldung P 4320780.4 wird 
der Abstand der Sagelinien beim Einsagen halbiert (um zwei 
zusatzliche Rillen pro Chip zu erhalten) bzw. auf ein 
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Drittel verringert (urn vier zusatzliche Rillen pro Chip zu 
erhalten) . Der Abstand der Rillen betragt dabei typisch 
1-3 ram, Dabei ist kein zus^tzlicher Prozefischritt 
notwendig, da ja das Einsagen zum Anlegen des Chiprandes, 
wie aus der P 4320780.4 bekannt, sowieso durchgef uhrt wird. 
Es muS lediglich ein etwas geringerer Linienabstand beim 
Einsagen eingestellt werden* Dadurch andert sich die 
Prozefizeit dieses Sageschritts nicht wesentlich, da das 
Wafer-Handling, das Justieren iind das an das Einsagen 
anschlieSende Reinigen mit deonisiertem Wasser in der 
automat is Chen Sageeinrichtung ohnehin durchgef uhrt werden. 

Nach dem Einbringen der Graben 10 wird in die Oberseite ein 
p-Dotierstof f , beispielsweise Bor, eingebracht . Gleichzeitig 
kann, sofern dies vorteilhaft erscheint, die 
Dotierstof fkonzentration der unteren Schicht 4 erhoht 
werden. Das Einbringen des p-Dotierstof f es erfolgt wieder 
durch Foliendif fusion. Bei diesem Dif f usionsschritt werden 
eventuelle Schaden, die in der unmittelbaren Nahe der Graben 
10 im Siliziumeinkristall vorhanden sind, ausgeheilt. Durch 
die p-Diffussion wird die obere Schicht des Silizium-Waf ers 
in ein p-leitendes Gebiet umgewandelt. Die Dicke dieser 
p-Schicht ist dabei uberall auf der Oberflache, insbesondere 
auch in den Graben, annShernd gleich. Die result ierende 
p-leitende Schicht ist in Figur 4 mit Bezugszeichen 20 
dargestellt. Im AnschluS an das Aufbringen der Schicht 20 
und das eventuell durchgefuhrte Verstarken der Dotierung der 
Teilschicht 4 wird eine beidseitige Metallisierung des 
Wafers durchgef uhrt , so daS sowohl die p-leitende Schicht 20 
mit einer Metallisierung 22 als auch die n-dotierte dritte 
Teilschicht 4 mit einer Metallisierung 21 versehen sind. In 
einem weiteren Schritt wird der Wafer entlang der 
Zerteiliingslinien 25 in eine Vielzahl einzelner Dioden 
zerteilt, so daS Einzelchips 7 gebildet werden, deren Aufbau 
in Figur la und lb beschrieben ist. Vor dem Zersagen entlang 
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der Zerteilungslinien 25 wird dabei der Wafer auf der Seite 
mit der Metallisiening 21, also der Unterseite, auf eine 
Sagefolie aufgeklebt, damit die einzelnen Chips nicht 
unkontrolliert wegfliegen bzw, beschadigt warden. 

Die Breite der Sagelinien beim Einsagen betragt ca. 40 bis 
150 /im, die Chipkantenlangen liegen im Bereich von ca. 5 mm, 
Bezogen auf die Chipf lache machen die Flachen der 
zusatzlichen Sagerillen im Inneren der einzelnen Chips 
lediglich einige Prozent aus. Das erf indungsgemaSe Verfahren 
kann selbstverstandlich auch zur Herstellung von Dioden mit 
vertauschten Dotieriingen eingesetzt warden, also 
beispielsweise bei Dioden, bei denen von einem p-dotieren 
Wafer statt eines n-dotierten Wafer ausgegangen wird. 
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Anspriiche 



1. Halbleiteranordnung, insbesondere eine Diode, die als Chip 
(7) ausgebildet ist, die eine erste Schicht (2, 3, 4) eines 
ersten Leitf ahigkeitstyps und eine zweite Schicht (20) des 
entgegengesetzten Leitfahigkeitstyps aufweist, wobei die 
erste Schicht aus mindestens zwei Teilschichten (2, 3) 
besteht, wobei die erste Teilschicht (2) eine erste 
Dotierstoffkonzentration und die zweite Teilschicht (3) eine 
zweite Dotierstoffkonzentration aufweist, wobei die zweite 
Dotierstoffkonzentration kleiner ist als die erste, wobei die 
zweite Schicht (20) auf der ersten Teilschicht (2) und die 
erste Teilschicht (2) auf der zweiten Teilschicht (3) 
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dafi im Innenbereich 
(13) des Chips mindestens ein Graben (10) eingebracht ist, 
wobei der Graben die erste Teilschicht durchdringt und bis 
zur zweiten Teilschicht reicht, wobei der Graben von einem 
Fortsetzungsbereich (23) der zweiten Schicht (20) bedeckt 
ist, so daiJ mindestens ein pn-Obergang zwischen der zweiten 
Schicht (20) und der zweiten Teilschicht (3) im Innern des 
Chips vorliegt. 

2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dalb der Randbereich (12) abgeschragt ist, so daJ5 im 
Randbereich angeordnete weitere Fortsetzungsbereiche (24) der 
zweiten Schicht mit der zweiten Teilschicht weitere pn- 
Ubergange bilden. 
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3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafi eine dritte Teilschicht (4) vorgesehen 
ist, die mit der zweiten Teilschicht verbunden ist. 

4. Halbleiteranordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daft eine Metallisierung (22) vorgesehen ist, die mit der 
zweiten Schicht verbunden ist, und eine weitere 
Metallisierung (21) vorgesehen ist, die mit der dritten 
Teilschicht verbunden ist, und daft die Konzentration der 
zweiten Schicht und der dritten Teilschicht derart gewahlt 
sind, daft ein ohmscher Kontakt zwischen der zweiten Schicht 
und der dritten Teilschicht und den jeweiligen 
Metallisierungen sichergestellt ist. 

5. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung, bei dem 

in einem ersten Schritt ein Halbleiterwafer (1) mit einer 
ersten, mindestens zwei Teilschichten aufweisenden Schicht 
(2, 3) bereitgestellt wird, wobei die erste Teilschicht (2) 
auf der zweiten Teilschicht (3) aufgebracht ist und beide 
Teilschichten einen ersten Leitf ahigkeitstyp aufweisen, wobei 
die erste Teilschicht eine erste Dotierstoff konzentration und 
die zweite Teilschicht eine zweite Dotierstoff konzentration 
aufweist, wobei die zweite Dotierstoff konzentration kleiner 
ist als die erste, 

in einem weiteren Schritt Graben (10) in die erste Schicht 
eingebracht werden, die durch die erste Teilschicht hindurch 
bis in die zweite Teilschicht reichen, 

in einem weiteren Schritt Dotierstoffe des entgegengesetzten 
Leitf ahigkeitstyps in die Oberseite des Wafers eingebracht 
werden, um den Leitf ahigkeitstyp eines Teils der ersten 
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Teilschicht und eines Teils der zweiten Teilschicht zur 
Ausbildung einer zweiten Schicht (20) zu verandern, 

in einem weiteren Schritt Metallisierungen (21, 22) auf der 
Ober- und der Unterseite des Wafers aufgebracht werden, 

dadurch gekennzeichnet, dali in einem weiteren Schritt der 
Wafer entlang der Graben derart in einzelne Chips zerteilt 
wird, daft jeder Chip in seinem Innern mindestens einen Graben 
(10) aufweist. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daii das 
Einbringen der Graben durch SSgen erfolgt. 

7. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , daft das 
Einbringen der Graben durch Atzen erfolgt. 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER „^-r/r.,.^^/oooo.= 
PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/02235 

I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtllch der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter. die dem Anmeldeamt auf eine 
■ Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Benchts ^'^""^P;""^''^.,. 
eingereichf und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70. 1 7)). 
Beschreibung, Seiten: 

1.7 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1.3 eingegangen am 24/08/2001 mit Schrelben vom 20/08/2001 

Zeichnungen, Blatter: 

1 ^2 ursprungliche Fassung 



2 Hinsichtllch der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache. in der 
' die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist. zur Vertiigung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 

unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Uberseteung. die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden Ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die VerSffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der Intemationalen voriaufigen Priifung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3 Hinsichtllch der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
" intemationale vorlaufige Priifung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das: 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftlicher Fonnn enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Fomi eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computeriesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/02235 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspriiche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht 1st ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-3 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -3 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -3 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
slehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt. daf3 die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Vill. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen Oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/02235 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Die nachfolgenden Ausfuhrungen beziehen sich auf die im Deckblatt angefuhrten 
Punkte ll-VIII, sofern sie angekreuzt sind: 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: DE 198 57 243 A (ROBERT BOSCH GMBH) 22. Juli 1999 (1999-07-22) in 
der Anmeldung erwahnt 

D2: DE 43 20 780 A (ROBERT BOSCH GMBH) 9. Marz 1 995 (1 995-03-09) in 
der Anmeldung enA^ahnt 

2. Die vorliegende Anmeldung erfullt die Erfordemisse von Artikel 33(2) und 33(3) 
PCT, da der Gegenstand der Anspruche 1-3 neu und erfinderisch ist. 

2.1 Durch die VenA/endung von Graben im Chipinneren wird entsprechend der 

vorliegenden Erfindung unter anderem die Flache des pn-Ubergangs vergroBert. 
Dieser Vorteil ist keiner der zitierten Druckschriften zu entnehmen. In D1 und D2 
dienen die Graben als Zerteilungslinien bei Zwischenprodukten, was bei der 
vorliegenden Erfindung nicht der Fall ist. 

3. Die Druckschriften D1 und D2 hatten mit ihren Offenlegungsnummern zitiert 
werden sollen. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



24-08-2001 



DE0002235 



Internationales Aktenzeichen PCTDEOO/02235 
Robert Bosch GmbH, Stuttgart 



R. 36448 
20.08.01 Sb 



Neue Anspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiteranordnung, bei dem 
in einem ersten Schritt ein Halbleiterwaf er (1) mit einer 
ersten, mindestens zwei Teilschichten aufweisenden Schicht 
(2, 3) bereitgestellt wird, wobei die erste Teilschicht (2) 
auf der zweiten Teilschicht (3) aufgebracht ist und beide 
Teilschichten einen ersten Leitf clhigkeitstyp aufweisen, wobei 
die erste Teilschicht eine erste Dotierstof f konzentration und 
die zweite Teilschicht eine zweite Dotierstof f konzentration 
aufweist, wobei die zweite Dotierstof f konzentration kleiner 
ist als die erste, 

in einem weiteren Schritt GrMben (10) in die erste Schicht 
eingebracht werden, die durch die erste Teilschicht hindurch 
bis in die zweite Teilschicht reichen, 

in einem weiteren Schritt Dotierstoffe des entgegengesetzten 
Leitfahigkeitstyps in die Oberseite des Wafers eingebracht 
werden, um den Leitf ahigkeitstyp eines Teils der ersten 
Teilschicht und eines Teils der zweiten Teilschicht zur 
Ausbildung einer zweiten Schicht (20) zu verandern, 
in einem weiteren Schritt Metallisierungen (21, 22) auf der 
Ober- und der Unterseite des Wafers aufgebracht werden, 
dadurch gekennzeichnet, dali in einem weiteren -Schritt der 
Wafer entlang der GrMben derart in einzelne Chips zerteilt 
wird, daii jeder Chip in seinem Innern mindestens einen Graben 
(10) aufweist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dali das 
Einbringen der Graben durch Sagen erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Einbringen der GrMben durch Atzen erfolgt. 



GEAENDERTES BLATT 




1 u/ u^y^fii^ 
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[10191/2235] 



International Reference No. 

PCT/DEOO/02235 



PROVISIONAL INTERNATIONAL REPORT OF EXAMINATION 
I . Basis for the Report 

1. Regarding the components of the international application 
(substitute pages, which were submitted to the Patent 
Office in response to a request pursuant to Article 14, 
are considered within the framework of this report as 
"originally filed", and are not enclosed with the report, 
since they do not include any revisions . (Rules 70.16 and 
70.17) ) : 

Specification, pages : 

1-7 original version 

Patent Claims, no.: 

1-3 received on 8/24/01 with letter dated 8/20/01 

Drawings , pages : 

1,2 original version 



V. Substantiated Determination According to Article 35(2) 
with Respect to Novelty, Inventive Activity, and Industrial 
Applicability; DociJiments and Clarifications in Support of this 
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Determination 



1. DETERMINATION 

Novelty Claims 1-3 YES 

Claims NO 

Inventive Claims 1-3 YES 

Activity Claim NO 

Industrial Claims 1-3 YES 

Applicability Claims NO 



2. Documents and Clarifications 
See supplemental sheet. 

VII. Specific Shortcomings of the International Application 

It was determined that the International Application has the 
following shortcomings in form or content: 

See supplemental sheet. 

VIII. Specific Remarks with regard to the International 
Application 

With regard to clarification of the Patent Claims, of the 
Specification, and of the Drawings, or with regard to the 
question whether the Claims are fully supported by the 
Specification, the following is to be remarked: 
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See supplemental sheet. 
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International Reference No. 

PCT/DEOO/02235 

PROVISIONAL INTERNATIONAL REPORT OF EXAMINATION 
SUPPLEMENTAL SHEET 

The following remarks relate to the Points II -VIII listed on the 
front page, provided that they are marked with a cross: 

1. The following documents are referred to: 

Dl: DE 198 57 243 A (ROBERT BOSCH GMBH) 22. July 1999 

(07-22-99) mentioned in the application 

D2 : DE 43 20 780 A (ROBERT BOSCH GMBH) 9. March 1995 
(03-09-95) mentioned in the application 

2. The present Application satisfies the requirements of 
Articles 33(2) and 33(3) PCT, since the subject matter of 
Claims 1-3 is novel and inventive. 

2.1 Among other things, the use of trenches in the chip 
interior in accordance with the present invention increases 
the area of the p-n junction. This advantage cannot be 
gathered from any of the cited publications. The trenches 
in Dl and D2 are used as separating lines in intermediate 
products, which is not the case in the present invention. 

3. The printed publications Dl and D2 should have been cited 
by their laid-open publication numbers. 
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New Claims 



1. A method for manufacturing a semiconductor arrangement, 
where 

in a first step, a semiconductor wafer (1) is provided, 
which includes a first layer (2, 3) having at least two 
partial layers, the first partial layer (2) being deposited 
on the second partial layer (3), the two partial layers 
being of a first conductivity type, the first partial layer 
having a first dopant concentration, the second partial 
layer having a second dopant concentration, and the second 
dopant concentration being less than the first; 
in a further step, trenches (10) are introduced into the 
first layer, which extend through the first partial layer 
into the second partial layer; 

in a further step, dopants of the opposite conductivity 
type are introduced into the topside of the wafer to change 
the conductivity type of a section of the first partial 
layer and a section of the second partial layer, in order 
to form a second layer (2 0) ; and 

in a further step, metallic coatings (21, 22) are deposited 
on the topside and the bottom side of the wafer; 
wherein, in a further step, the wafer is separated along 
the trenches, into individual chips, in such a manner, that 
each chip has at least one trench (10) in its interior. 

2. The method as recited in Claim 1, wherein the trenches are 
introduced by sawing them. 

3. The method as recited in Claim 1, wherein the trenches are 
introduced by etching them. 
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ANTRAG 



Der Unterzeichnete beantragt, daB die vorliegende 
intemationale Anmeldung nach dem Vertrag iiber die 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird 



Vom Anmeldeamt auszuflillen 



Internationales Aktenzeichen 



Internationales Anmeldedatum 



Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" 





Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewiinscht) 
(max. 12 Zeichen) R. 36448 Gz/Hz 


FeldNr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG 

Halbleiteranordnung und Verfahren zur Herstellung y 


Feld Nr. II ANMELDER 


Name und Anschrift (Famiiienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung, Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats 
anziigeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes 
oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

ROBERT BOSCH GMBH 
Postfach 30 02 20 
70442 Stuttgart 

Bundesrepublik Deutschland (DE) 


1 1 Diese Person ist 

gleichzeitig Erfinder 


Telefonnr.: 

0711/811-33155 


Telefaxnr.: 

0711/811-331 81 


Femschreibnr: 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat) : DE 


Diese Person ist Anmelder 
fiir folgende Staaten: 


alle Bestim- \/ alle Bestimmungsstaaten mit 
mungsstaaten i^—^ Ausnahme der Vereinigten Staaten 


nur die Vereinigten 1 die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika 1 ' angegebenen Staaten 


Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 


Name und Anschrift (Famiiienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
ziigeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

GOEBEL, Herbert ^ 
Spitzaeckerweg 2 7 
72766 Reutlingen 
DE 


Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

l/K] Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfmder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat) : DE 


Diese Person ist Anmelder 
fiir folgende Staaten: 


1 alle Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit 
1 mungsstaaten ' ' Aiisnahme der Vereinigten Staaten 


M 


nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
Staaten von. Amerika ' ' angegebenen Staaten 



l/K] Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT 



Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fur den (die) Anmelder I j 
vor den zustandigen intemationaien Behorden in folgender Eigenschaft zu handeln als: ' ^ 



Anwalt 



□ 



gemeinsamer 
Vertreter 



Name und Anschrift (Famiiienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 

amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name 
des Staats anzugeben) 



Telefonnr.: 



Telefaxnr.: 



Femschreibnr: 



□ 



Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestelh ist und statt dessen im obigen Feld 
eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist. 



Formblatt PCT/RO/lOl (Blatt 1) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



Fortseteung von Feld Nr. Ill WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) EKINDER 


Name und Anschnft (Familienname, Vorname; beijiiristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichming. Bei der Anschnft sind die Postleitzahl und der Name des Stoats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder VVohnsitzes 
angegeben istj 

GOEBEL, Vesna y 
Spitzaeckerweg 27 
72766 Reutlingen 
DE 


nirag nicm oeizujugen. 

Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Vf^ird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Ansaben nicht ndtie.) 


Staatsangenongkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 


Uiese Person istAnmeider | alle Bestim- ! alie Bestimmungsstaaten mit 

flir folgende Staaten: ' > mungsstaaten I ' Ausnahme der Vereinieten Staaten ^ 


nur die Vereinigten | 1 die im Zusatzfeld 
Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichming. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfmdcr (H^ird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Ansaben nicht notiQ.) 


Staatsangehongkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person istAnmeider H alie Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit | nur die Vereinigten | ^ die im Zusatzfeld 

tur tolgende Staaten: « ' mungsstaaten « 1 Ausnahme der Vereinigten Staaten 1 Staaten von Amerika 1 1 anee^ehenen St«;,tPn 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichming, Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern naclistehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfinder (Vf^ird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Ansaben nicht notiQ.) 


btaatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelderl 1 alle Bestim- 1 alle Bestimmungsstaaten mit 1 1 nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
iur folgende Staaten: « 1 mungsstaaten • ' Ausnahme der VereiniRten Staaten 1 1 Staaten von Amerika 1 1 ana^^aph^n^n ^t««t.« 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei Juristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
W ohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
i nur Anmelder 

1 Anmelder und Erfinder 

1 nur Erfinder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Ansaben nicht n6tifr. ) 


Staatsangenongkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 



ungsstaaten 



• Vereinigten Staaten ' ' Staaten von Am erika 



angegebenen Staaten 



Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 
Formblatt PCT/RO/101 (Fortsetzungsbiatt) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN 

Die"foigenderf-Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen: 
Regionales Patent ' ' 

□ AP ARIPO-Patent: 



□ EA 



/ EP 



na, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MX^PTalawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, 
SZ Swasiland, UG Uganda , ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protolcolls und des PCT ist 
Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau. RU Russische Federation, TJ Tadschilcistan, TM Turionenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat 
des Eurasischen Patentilbereinkommens und des PCT ist 

EuropSisches Patent: AT Osterrcich, BE Belgien. CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypem, 
DE Deutschland, DK DSnemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes K5nigreich. ' 
GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, 
SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europaischen PatentUbereinkommens und des PCT ist. 
U OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CP Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote d'lvorie, 

CM Kamemn, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien. NE Nieer, SN Senegal 

TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der GAP! und des PCT ist... .T. 

Nationales Patent (falls eine andere Sclnitirechtsart oder ein sortstiges Verfahren geyvSnsclu wird, bine aufder gepmklelen LMe ai^be^- 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



AE 
AL 
AM 
AT 
AU 
AZ 
BA 
BB 
BG 
BR 
BY 
CA 
CH 
CN 

cu 

/cz 

DE 
DK 
EE 
ES 
Fl 
GB 
GD 
GE 
GH 
GM 
HR 
/HU 

□ ID 

□ IL 

□ IN 

□ .s 

KE 
KG 
KP 



Vereinigte Arabische Emirate Q 

Albanien | | 

Armenien | | 

Osterrcich : | | 

Australien Q 

Aserbaidschan | | 

Bosnien-Herzegowina Q 

Barbados Q 

Buigarien 

Brasilien | | 

Belarus Q 

Kanada 

und LI Schweiz und Liechtenstein | | 

China Q 

Kuba □ 

Tschechische Republik | [ 

Deutschland | | 

Danemark. : . 

Estland Q 

Spanien Q 

Finniand 

Vereinigtes Konigreich | | 

Grenada | | 

Georgien | | 

Ghana Q 

Gambia Q 

Kroatien Q 

Ungam 



□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 



□ 
□ 



□ 



LR Liberia 

LS Lesotho 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland 

MD Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die ehemaligc jugoslawische Republik 
Mazedonien 

MN Mongolei 

MW Malawi 

MX Mexiko 

NO Norwegen 

NZ Neuseeland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumanien 

RU Russische Foderation 

SD Sudan 

SE Schweden 

SG Singapur 

SI Slowenien 

SK Slowakei 

SL Sierra Leone 

TJ Tadschikistan 

TM Turkmenistan 

TR Turkei 

TT Trinidad und Tobago 

UA Ukraine 

UG Uganda 

US Vereinigte Staaten von Amerika 



KR 

KZ 
LC 
LK 



Indonesicn 
Israel. 
Indien 
Island 
Japan.. 

Kenia _ | | 

Kirgisistan | [ 

Demokratische Volksrepublik Korea Q 

; □ 

Rebublik Korea KSstchen fiir die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der 

Kasachstan VerOffentlichung dieses Formblatts beigetretcn sind: 

Saint Lucia | [ 
Sri Lanka 



UZ 
VN 
YU 
ZA 
ZW 



Usbekistan.... 

Vietnam 

Jugoslawien.. 

Sudafrika 

Simbabwe 



Erkl&rung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Read 4 9 Absatz b auch alle 
crndT.rTl.1r 7^.'^ T1T ^^^'^^l^^^^^'^^ Ausnahme der-im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von diese^ Erklamng ausgenommen 
Ahf«..f vo^" tl I i / n"'" Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestatigung stehen und jede zusatzliche Be-stimmung, die vor 

AblaufvonlDMonaten ab dem Pnontatsdatum mcht bestatigt wurde, nach Ablaufdieser Frist als vom Anmelder zurGckgenoirimen gilt ^e.^'/^^ 
emer 5^^^ Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der BesLmungs- und der 

Bestatigimss gebuhr. Die Besldtigimg mu/S beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaien eingehen.) 



FormblattPCT/RO/101 {Blatt2) (Juli 1999) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



, Feld lHr. VI PRIQRITATSANSPRUCH 



Anmeldedatum 
der frUheren Anmeldung 
(T ag/Monat/Jahr) 



Zeile(l) 
12 . August 
(12.08.99) 



1999 y 



Zeile (2) 



Zeile (3) 



^ktenzeichen der 
fren Anmeldung 



19938209.3 / 



□ 



nationale Anmeldung: 
Staat 



Weitere Prioritatsanspruche sind im ^usatzfeld angegeben 
1st di^ai here Anmeldung eine: 



Bunde s r epub 1 i k 
Deutschland y 



[[Anmeldung: * 
onales Amt 



^ Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n). 



intemationale Anmeldung: 
Anineldeamt 



ill 



bezeichneten fruheren A nmeldung(en) zu erstellen und dem Intemationalen Bu ro zu tibermitteln. 



Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wahl der Intemationalen Recherchenbeh5rde (ISA) 
(falls z\vei oder mehr als zwei Internationale Recherchenbehdrden 
fur die Ausjuhrimg der intemationalen Recherche zustdndig sind, 
geben Sie die von Ihnen gewdhlte Behorde an: (der: 
Zweibuchstaben-Code kann beniitzt werdenj 
ISA/ 



Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer friiheren Reclierche: Bezugnahme auf 
diese frUhere Recherche {falls einefriihere Recherche bei der intemationalen 
Recherchenberdrde beantragt oder von ihr durchgefiihrt M^orden ist): 
Datum (Tag/Monat/Jahr): Aktenzeichen Staat (oder regionaies Amt) 



Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE 



Diese intemationale Anmeldung enthait 
die folgende Anzahl von BlSttern: 



Antrag 

Beschreibung (ohne 
Sequenzprotokollteil) 

Anspriiche 

Zusammenfassung : 

Zeichnungen 

Sequenzprotokollteil 
der Beschreibung 

Blattzahl insgesamt 



: 4 y Blatter 

: 7 / Blatter 

: 3 / Blatter 

I -^Blatter 

: ?. J Blatter 

: Blatter 

: 7 y Blatter 



Dieser intemationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 



Biatt fiir die Gebiihrenberechnung 
Gesonderte unterzeichnete Vollmacht 

Kopien der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden) 
Begriindung fiir das Fehlen einer Unterschrift 

Prioritatsbeleg(e), in Feld VI durch 
folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

Obersetzung der intemationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 

Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem 
Material 



2. □ 

3. □ 

4. □ 

5. □ 

6. □ 

7. □ 

8- CJ SequenzprotokoIIe fiir Nucleotide und/oder Anminosauren (Diskette) 

9 Q Sonstige (einzeln aiiffuhren): 



Abbildung der Zeichnungen, die 

mit der Zusammenfassung 

veroffentlicht werden soli (Nr.): la 

Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER PES ANWALTS 



Sprache, in der die 
intemationale Anmeldung 
eingereicht wird: 



Deutsch 



^^'^ ^^^^J^<^^runtei^eichnenden Person ist neben der Unterschrift zu mederholen, und es ist artzugeben. sofem sich dies nicht eindeutig aus 
dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichneL ^ J & ^ 

ROBERT BOSCH GMBH 



Nr. 135/96 AV 



Burbaum 



Herbert Goebel 



Vesna Goebel 



1. Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
intemationalen Anmeldung 



Vom Anmeldeamt auszufiillen 



3. GeSndertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 
fnstgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur Vervollstandigung dieser intemationalen Anmeldung: 

4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigstcllung nach Artikel 1 1(2) PCT: 



5. Vom Anmelder benannte 

Intemationale RecherchenbehOrde: ISA/ 



6. 



2. Zeichnungen 

I j einge-gangen: 

I I nicht ein- 
' ' gegangen: 



□ 



Ubermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung 
der Recherchengebuhr aufgeschoben 



Datum des Eingangs des Akten exemplars 
helm Intemationalen BUro: 



Vom Intemationalen Biiro auszufullen 



FonnblattPCT/RO/lOl (letztes Blatt) 



Siehe Anmerktingen zu diesem Antragsformular 



